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 アモルファスシリコンカーバイド(a-SiC)膜は、水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)よりも光学

ギャップが広いために a-Si:H 太陽電池の窓層として広く使われており、その製膜手法にはプラズ

マ励起化学気相成長(PECVD)法をはじめとする多くの製膜技術が開発されてきた。今回我々は

a-SiC の前駆体溶液(SiC-ink)を開発し、非真空プロセスによって a-SiC 膜を得たのでその膜特性を

報告する。 

 SiC-inkは、シクロペンタシラン(CPS)もしくはそれに

必要に応じてドーパントを溶解した溶液(Si-ink)[1]に、炭

素源として不飽和炭化水素化合物を添加する事で得た。

SiC-ink の製膜は Si-ink と同様スピンコート法もしくは

大気圧熱 CVD 法[2]が適用可能だが、ここではより簡便

な大気圧熱 CVD 法を採用した(Fig. 1)。ガラスチャンバ

ー内に SiC-ink を滴下し、そのチャンバーを 380℃で加

熱されたガラス基板上に 5 分間静置した。SiC-ink はチ

ャンバー内で気化され、蒸気が基板表面で熱分解反応を

起こすことでガラス基板表面に a-SiC 膜を得た。 

 本手法によって得た a-SiC 膜の光学および電気特性は、

その原料となる SiC-ink中の CPSと炭化水素化合物の体

積比 X に依存した。Fig. 2 に p 型 SiC-ink を用いて得た

a-SiC 膜の伝導度および活性化エネルギーと光学ギャッ

プおよび X の関係を示す。図中で上軸 X = 0 は SiC-ink

の組成で CPS = 100%を、X = 0.7 が CPS = 30%, 炭化水素

化合物 = 70%に対応する。SiC-ink 中の炭化水素化合物

の比を増加させることで、得られる SiC 膜の光学ギャッ

プが広がっている。 

 このように SiC-ink を用いることで、真空設備を用い

ない簡便な手法によって a-SiC 膜が得られる事が明らか

になった。今後は膜質の更なる向上と、a-Si:H 太陽電池への適用を検討する。  
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Fig. 1 Schematic diagram of the 

deposition system. 

Fig. 2 Conductivity and activation 

energy for p type a-SiC:H films as 

a function of the optical gap and X. 
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